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(57) Abstract: Disclosed is a method for producing an optoelectronic component comprising the steps: providing a lead frame
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Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelements umfasst Schritte zum Bereitstellen eines Leiterrahmens mit
einer Oberseite, die einen Kontaktbereich und einen gegeniiber dem Kontaktbereich erhabenen Chipaufhahmebereich aufweist,
zum Anordnen eines elektrisch leitenden Flements auf dem Kontaktbereich, zum Einbetten des Leiterrahmens in einen
Formkérper, wobei der Kontaktbereich durch den Formkérper bedeckt wird, wobei der Chipauthahmebereich und das elektrisch
leitende Element an einer Oberseite des Formkdrpers zugénglich bleiben, zum Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips
auf dem Chipaufnahmebereich und zum Verbinden des optoelektronischen Halbleiterchips und des elektrisch leitenden Elements
mittels eines Bonddrahts.
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VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS
UND OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel-
len eines optoelektronischen Bauelements gemall Patentan-
spruch 1 sowie ein optoelektronisches Bauelement gemall Pa-

tentanspruch 8.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2015 109 876.8, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Aus dem Stand der Technik sind optoelektronische Bauelemente
bekannt, die ein Gehduse mit einem in einen Gehausekorper
einbetteten Leiterrahmen aufweisen. Der Leiterrahmen kann
eine metallische RBReschichtung aufweisen, um eine optische Re-
flektivitdt und/oder eine Alterungsstabilitdt des Leiterrah-

mens zu erhodhen.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Rauelements
anzugeben. Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. Eine weitere Aufgabe der
vorliegenden Erfindung besteht darin, ein optoelektronisches
Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch ein
optoelektronisches Bauelement mit den Merkmalen des An-
spruchs 8 geldst. In den abhadngigen Anspriichen sind verschie-

dene Weiterbildungen angegeben.

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-
ments umfasst Schritt zum Bereitstellen eines Leiterrahmens
mit einer Oberseite, die einen Kontaktbereich und einen ge-
geniiber dem Kontaktbereich erhabenen Chipaufnahmebereich auf-
weist, zum Anordnen eines elektrisch leitenden Elements auf

dem Kontaktbereich, zum Einbetten des Leiterrahmens in einen
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Formk&érper, wobei der Kontaktbereich durch den Formkorper be-
deckt wird, wobei der Chipaufnahmebereich und das elektrisch
leitende Element an einer Oberseite des Formkdrpers zugang-
lich bleiben, zum Anordnen eines elektronischen Halbleiter-
chips auf dem Chipaufnahmebereich, und zum Verbinden des
optoelektronischen Halbleiterchips und des elektrisch leiten-

den Elements mittels eines Bonddrahts.

Vorteilhafterweise wird der Leiterrahmen bei diesem Verfahren
im Kontaktbereich durch den Formkdrper bedeckt und dadurch
vor einer Alterung durch Umwelteinfliisse geschiitzt. Da der
Leiterrahmen im Kontaktbereich durch das Material des Form-
korpers geschiitzt wird, kann unter Umstadnden auf eine einem
Korrosionsschutz dienende Beschichtung des Leiterrahmens ver-
zichtet werden Hierdurch kann sich als zusatzlicher Vorteil
eine verbesserte Anhaftung des Materials des Formkdrpers an

dem unbeschichteten Leiterrahmen ergeben.

Durch die Bedeckung des Kontaktbereichs des Leiterrahmens
durch den Formkorper kann eine hohe optische Reflektivitat
erreicht werden, wodurch das durch das Verfahren erhdltliche
optoelektronische Bauelement eine hohe Effizienz aufweisen
kann. Die hohe optische Reflektivitat kann dabei ohne eine
teure und flir eine Alterung anfadllige Beschichtung des Lei-

terrahmens erreicht werden.

Durch die Bedeckung des Kontaktbereichs des Leiterrahmens
durch den Formkorper bildet sich eine groBe Kontaktflache
zwischen dem Leiterrahmen und dem Formkdrper. Diese kann vor-
teilhafterweise die mechanische Stabilitat des durch das Ver-
fahren erhadaltlichen optoelektronischen Bauelements erhdhen
und insbesondere die Gefahr reduzieren, dass sich der Form-
kérper und der Leiterrahmen im Verlauf der Lebensdauer des
durch das Verfahren erhdaltlichen optoelektronischen Bauele-

ments voneinander abldsen.
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In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird das elektrisch
leitende Element derart auf dem Kontaktbereich angeordnet,
dass es den Chipaufnahmebereich iUberragt. Dabei wird das
elektrisch leitende Element vor dem Einbetten des Leiterrah-
mens in den Formkdrper derart flachgedriickt, dass das
elektrisch leitende Element dieselbe Hbhe aufweist, wie der
Chipaufnahmebereich. Vorteilhafterweise kann dadurch auf ein-
fache Weise erreicht werden, dass das elektrisch leitende
Element und der Chipaufnahmebereich gegeniiber dem Kontaktbe-
reich dieselbe HOhe aufweisen. Eventuelle Toleranzen kdnnen
dadurch durch das Verfahren auf einfache Weise ausgeglichen

werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt das Flachdri-
cken des elektrisch leitenden Elements durch einen SchlieB-
druck eines Formwerkzeugs. Vorteilhafterweise erfordert das
Flachdriicken des elektrisch leitenden Elements dadurch keinen
gesonderten Verfahrensschritt, was es ermdglicht, das Verfah-

ren einfach und schnell durchzufihren.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird das elektrisch
leitende Element in einer in dem Kontaktbereich vorgesehenen
Aussparung angeordnet. Vorteilhafterweise kann die laterale
Position des elektrisch leitenden Elements dadurch auf einfa-
che Weise zuverlassig festgelegt werden. Durch das Anordnen
des elektrisch leitenden Elements in der in dem Kontaktbe-
reich vorgesehen Aussparung kann bereits vor dem Einbetten
des elektrisch leitenden Elements in den FormkOrper eine Fi-
xierung des elektrisch leitenden Elements erreicht werden,
wodurch das Verfahren besonders einfach und zuverlassig

durchfiuhrbar ist.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird das elektrisch
leitende Element mittels eines elektrisch leitenden Haftver-
mittlers an dem Kontaktbereich fixiert. Dadurch kann bereits
vor dem Einbetten des elektrisch leitenden Elements in den

Formk&érper eine Fixierung des elektrisch leitenden Elements
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an dem Kontaktbereich des Leiterrahmens erreicht werden,
wodurch das Verfahren vorteilhafterweise besonders einfach
und zuverlassig durchfithrbar ist. Durch die Fixierung des
elektrisch leitenden Elements an dem Kontaktbereich mittels
eines elektrisch leitenden Haftvermittlers wird aulerdem eine
zuverlassige elektrisch leitende Verbindung zwischen dem
elektrisch leitenden Element und dem Kontaktbereich des Lei-

terrahmens sichergestellt.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Leiterrahmen
mit einem ersten Leiterrahmenabschnitt und mit einem zweiten
Leiterrahmenabschnitt bereitgestellt. Dabei wird Jje ein
elektrisch leitendes Element auf der Oberseite des ersten
Leiterrahmenabschnitts und auf der Oberseite des zweiten Lei-
terrahmenabschnitts angeordnet. Beide elektrisch leitenden
Elemente werden liber Bonddrdhte mit dem optoelektronischen
Halbleiterchip verbunden. Vorteilhafterweise kénnen die bei-
den Leiterrahmenabschnitte des Leiterrahmens bei dem durch
dieses Verfahren erhdltlichen optoelektronischen Bauelement
dann zur elektrischen Kontaktierung des optoelektronischen

Halbleiterchips dienen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst dieses einen
weiteren Schritt zum Anordnen eines Schutzchips auf der Ober-
seite des Leiterrahmens. Der Schutzchip wird dabei in den
Formk&érper eingebettet. Der Schutzchip kann bei dem durch
dieses Verfahren erhdltlichen optoelektronischen Bauelement
einem Schutz des optoelektronischen Halbleiterchips vor einer
Beschaddigung durch elektrostatische Entladungen dienen. Durch
die Einbettung des Schutzchips in den Formkdrper ist dieser
vorteilhafterweise vor einer Beschddigung durch auBere Ein-
wirkungen geschiitzt und beansprucht keinen zusatzlichen Bau-
raum. Dies ermdglicht es, das durch das Verfahren erhdltliche
optoelektronische Bauelement mit kompakten dulReren Abmessun-
gen auszubilden. Das Einbetten des Schutzchips in den Form-

korper bietet zudem den Vorteil, dass der eingebettete
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Schutzchip kein emittiertes Licht absorbieren kann, was in

einer hoheren Effizienz resultiert.

Ein optoelektronisches Bauelement umfasst einen Trager und
einen optoelektronischen Halbleiterchip. Dabei weist der Tra-
ger einen in einen Formkdrper eingebetteten Leiterrahmen auf.
Der Leiterrahmen weist eine Oberseite mit einem Kontaktbe-
reich und einem gegeniiber dem Kontaktbereich erhabenen Chip-
aufnahmebereich auf. Auf dem Kontaktbereich ist ein
elektrisch leitendes Element angeordnet. Der Kontaktbereich
ist durch den Formkdrper bedeckt. Der Chipaufnahmebereich und
das elektrisch leitende Element sind an einer Oberseite des
Formkorpers zuganglich. Der optoelektronische Halbleiterchip
ist auf dem Chipaufnahmebereich angeordnet und mittels eines

Bonddrahts mit dem elektrisch leitenden Element verbunden.

Vorteilhafterweise ist der Leiterrahmen dieses optoelektroni-
schen Bauelements durch die Bedeckung des Kontaktbereichs des
Leiterrahmens vor einer Alterung, etwa durch Korrosion, ge-

schitzt.

Der Formkdrper kann eine hohe optische Reflektivitat aufwei-
sen, wodurch eine hohe optische Reflektivitat auch in dem
optoelektronischen Halbleiterchip benachbarten Kontaktbereich
des Leiterrahmens erreicht werden kann. Dadurch kann das

optoelektronische Bauelement eine hohe Effizienz aufweisen.

Durch die Bedeckung des Kontaktbereichs des Leiterrahmens
durch den Formkorper wird bei diesem optoelektronischen Bau-
element eine groBle Beritthrungsfldche zwischen dem Leiterrahmen
und dem Formkdrper gebildet, wodurch das optoelektronische
Bauelement eine hohe mechanische Stabilitat aufweisen kann.
Durch die groBe Berihrungsflidche zwischen dem Leiterrahmen
und dem Formkérper besteht vorteilhafterweise auch unter dem
Einfluss thermischer Ausdehnungen nur eine geringe Gefahr ei-
ner Abldsung des Formkdrpers und des Leiterrahmens voneinan-

der.
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In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
schlieRt der Chipaufnahmebereich bindig mit einem Abschnitt
der Oberseite des Formkdrpers ab. Vorteilhafterweise besteht
dadurch im Randbereich des Chipaufnahmebereichs keine Stufe,

an der es zu Abschattungen und Reflexionen kommen kann.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Chipaufnahmebereich an der Grenze zu dem Kontaktbe-
reich eine Hinterschneidung auf. Vorteilhafterweise kann
dadurch eine besonders zuverldssige mechanische Verankerung
des Leiterrahmens in dem Formkorper des optoelektronischen

Bauelements erreicht werden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
bildet der Formkdrper an seiner Oberseite eine Kavitat aus.
Dabei ist der optoelektronische Halbleiterchip in der Kavitat
angeordnet. Vorteilhafterweise kann die durch den Formkérper
gebildete Kavitat dieses optoelektronischen Bauelements als
optischer Reflektor wirken, um von dem optoelektronischen
Halbleiterchip des optoelektronischen Bauelements emittierte
elektromagnetische Strahlung zu sammeln. Die Kavitat kann zu-
satzlich auch mit einem Vergussmaterial gefillt sein, in das
der optoelektronische Halbleiterchip eingebettet ist. Dieses
Vergussmaterial kann den optoelektronischen Halbleiterchip
vor einer Beschadigung durch &duRere Einwirkungen schiitzen.
AuBerdem kann das Vergussmaterial eingebettete wellenlangen-
konvertierende Partikel aufweisen, um von dem optoelektroni-
schen Halbleiterchip emittierte elektromagnetische Strahlung
zumindest teilweise in elektromagnetische Strahlung einer an-

deren Wellenlange zu konvertieren.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der Leiterrahmen an einer der Oberseite gegeniiberliegen-
den Unterseite des Formkdrpers zuganglich. Vorteilhafterweise
kann der an der Unterseite des Formkdrpers dieses optoelekt-

ronischen Bauelements zugangliche Teil des Leiterrahmens als
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elektrische Kontaktfldche zur elektrischen Kontaktierung des
optoelektronischen Bauelements dienen. Das optoelektronische
Bauelement kann sich beigpielsweise als SMD-Bauelement flr

eine Oberfldchenmontage eignen, beispielsweise fiir eine Ober-

flédchenmontage durch Wiederaufschmelzloten (Reflow-Léten).

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist dieses einen weiteren optoelektronischen Halbleiterchip
auf. Dadurch kann das optoelektronische Bauelement beispiels-
weise zur Abstrahlung elektromagnetischer Strahlung mit be-

sonders hoher Leistung geeignet sein.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Leiterrahmen einen weiteren gegeniiber dem Kontakt-
bereich erhabenen Chipaufnahmebereich auf. Dabei ist der wei-
tere optoelektronische Halbleiterchip auf dem weiteren Chip-
aufnahmebereich angeordnet. Das optoelektronische Bauelement
kann sich dadurch beispielsweise zur Erzeugung elektromagne-
tischer Strahlung mit hoher Leistung eignen. Dabei konnen
vorteilhafterweise alle nicht durch die optoelektronischen
Halbleiterchips bedeckten Teile der Oberseite des Leiterrah-
mens durch das Material des Formkdrpers bedeckt sein, wodurch
das optoelektronische Bauelement eine hohe optische Reflekti-

vitdt und dadurch eine hohe Effizienz aufweisen kann.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht zweier Leiterrahmen-

abschnitte eines Leiterrahmens;
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Fig. 2 eine geschnittene Seitenansicht der Leiterrahmenab-
schnitte mit auf Kontaktbereichen angeordneten

elektrisch leitenden Elementen:;

Fig. 3 eine geschnittene Seitenansicht der Leiterrahmenab-

schnitt nach ihrer Einbettung in einen Formkorper;

Fig. 4 eine geschnittene Seitenansicht eines aus den Lei-
terrahmenabschnitten und dem Formkdrper gebildeten

optoelektronischen Bauelements;

Fig. 5 eine geschnittene Seitenansicht der Leiterrahmenab-

schnitte gemdlB einer zweiten Ausfihrungsform;

Fig. 6 eine geschnittene Seitenansicht der Leiterrahmenab-

schnitte nach der Einbettung in den Formkdrper;

Fig. 7 eine geschnittene Seitenansicht des optoelektroni-

schen Bauelements in der zweiten Ausfihrungsform;

Fig. 8 eine geschnittene Seitenansicht der Leiterrahmenab-

schnitte in einer dritten Ausfihrungsform;

Fig. 9 eine geschnittene Seitenansicht der Leiterrahmenab-

schnitte in einer vierten Ausfihrungsform; und

Fig. 10 eine geschnittene Seitenansicht der Leiterrahmenab-

schnitte in einer finften Ausfihrungsform.

Fig. 1 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht ei-
nes ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und eines zweiten Lei-

terrahmenabschnitts 320 eines Leiterrahmens 300.

Der Leiterrahmen 300 ist als im Wesentlichen flaches Blech
mit einer Oberseite 301 und einer der Oberseite 301 gegen-
iberliegenden Unterseite 302 ausgebildet. Der Leiterrahmen

300 weist Durchbriche auf, die sich zwischen seiner Oberseite
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301 und seiner Unterseite 302 erstrecken und die einzelnen
Leiterrahmenabschnitte 310, 320 wvoneinander trennen. Der Lei-
terrahmen 300 kann weitere Leiterrahmenabschnitte aufweisen,

die in Fig. 1 nicht dargestellt sind.

Der Leiterrahmen 300 weist ein elektrisch leitendes Material
auf, beispielsweise ein Metall. Der Leiterrahmen 300 kann
beispielsweise Kupfer aufweisen. Der Leiterrahmen 300 kann an
seiner Oberseite 301 und/oder an seiner Unterseite 302 und/o-
der in seinen Durchbriichen eine Beschichtung aufweisen, bei-
spielsweise eine Beschichtung mit Ag, NiPdAu, NiPdAg, NiAu,
Ni oder einem anderen Metall oder einer anderen Legierung.
Die Schichtdicke kann dabei beispielsweise im Rereich zwi-
schen 10 nm und 10 pm liegen. Die Beschichtung kann bei-
spielsweise durch Galvanik, durch Sputtern, durch CVD oder
durch PVD aufgebracht werden. Die Beschichtung kann sich auch
nur Uber Teile der Oberseite 301 oder der Unterseite 302 des

Leiterrahmens 300 erstrecken.

Der erste Leiterrahmenabschnitt 310 weist eine QOberseite 311
und eine der Oberseite 311 gegeniilberliegende Unterseite 312
auf. Der zweite Leiterrahmenabschnitt 320 weist eine Ober-
seite 321 und eine der Oberseite 321 gegeniiberliegende Unter-
seite 322 auf. Die Oberseite 311 des ersten Leiterrahmenab-
schnitts 310 und die Oberseite 321 des zweiten Leiterrahmen-
abschnitts 320 bilden einen Teil der QOberseite 301 des Lei-
terrahmens 300. Die Unterseite 312 des ersten Leiterrahmenab-
schnitts 310 und die Unterseite 322 des zweiten Leiterrahmen-
abschnitts 320 bilden einen Teil der Unterseite 302 des Lei-
terrahmens 300. Die Oberseiten 311, 321 und die Unterseiten
312, 322 der Leiterrahmenabschnitte 310, 320 des Leiterrah-
mens 300 konnen jeweils Erhebungen und Vertiefungen aufwei-
sen. Die Erhebungen und Vertiefungen der Oberseite 301 und
der Unterseite 302 des Leiterrahmens 300 wie auch die Durch-
briiche in dem Leiterrahmen 300 kdénnen beispielsweise durch

Priagen oder durch Atzen angelegt werden.
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Die Oberseite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 weist
einen Kontaktbereich 330 und einen gegeniiber dem Kontaktbe-
reich 330 erhabenen Chipaufnahmebereich 340 auf. Im darge-
stellten Beispiel wird der Chipaufnahmebereich 340 durch den
Kontaktbereich 330 umgrenzt. Die Unterteilung der QOberseite
311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 in den Kontaktbe-
reich 330 und den Chipaufnahmebereich 340 kann aber auch an-

ders gestaltet sein.

Die Oberseite 321 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320 bil-
det ebenfalls einen Kontaktbereich 330, weist jedoch keinen
Chipaufnahmebereich 340 auf. Der Kontaktbereich 330 der Ober-
seite 321 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320 ist in einer
gemeinsamen Ebene mit dem Kontaktbereich 330 der Oberseite

311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 angeordnet.

Fig. 2 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht der
Leiterrahmenabschnitte 310, 320 in einem der Darstellung der

Fig. 1 zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand.

Auf den Kontaktbereichen 330 der Oberseiten 311, 321 des ers-
ten Leiterrahmenabschnitts 310 und des zweiten Leiterrahmen-
abschnitts 320 ist jeweils ein elektrisch leitendes Element
400 angeordnet worden. Die elektrisch leitenden Elemente 400
weisen ein elektrisch leitendes Material auf, beispielsweise
ein Metall oder eine Metalllegierung. Insbesondere konnen die
elektrisch leitenden Elemente 400 beispielsweise Au, Ag oder
eine Legierung mit Au und/oder Ag aufweisen. Die elektrisch
leitenden Elemente 400 kénnen aber beispielsweise auch einen
elektrisch leitenden Kunststoff aufweisen. Die elektrisch
leitenden Elemente 400 konnen auch ein Polymer mit einem
elektrisch leitenden Fiullstoff aufweisen, beispielsweise ein
Silikon oder ein Epoxid mit einem Fiullstoff, der Graphit,

Graphen oder einen metallischen Fillstoff aufweist.

Die elektrisch leitenden Elemente 400 konnen als Hiugel

(bumps) eines weichen Materials ausgebildet sein. In diesem
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Fall weist das Material der elektrisch leitenden Elemente 400
bevorzugt eine Mohshadrte zwischen 1,5 und 5 auf. Die
elektrisch leitenden Elemente 400 kénnen in diesem Fall in
Richtung senkrecht zu den Kontaktbereichen 330 der Oberseite
301 des Leiterrahmens 300 eine erste HOhe 410 aufweisen, die
hoher als die HGhe ist, um die der Chipaufnahmebereich 340

Uber die Kontaktbereiche 330 erhaben ist.

Fig. 3 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht der
Leiterrahmenabschnitte 310, 320 des Leiterrahmens 300 in ei-
nem der Darstellung der Fig. 2 zeitlich nachfolgenden Bear-

beitungsstand.

In einem der Darstellung der Fig. 2 zeitlich nachfolgenden
Bearbeitungsschritt wurde der Leiterrahmen 300 in einem Form-
werkzeug (Moldwerkzeug) angeordnet. Wahrend des SchlieBens
des Formwerkzeugs wurden die auf den Oberseiten 311, 321 der
Leiterrahmenabschnitte 310, 320 angeordneten elektrisch lei-
tenden Elemente 400 durch einen SchlieRdruck des Formwerk-
zeugs flachgedriickt, sodass die elektrisch leitenden Elemente
400 nun eine zweite HOhe 420 aufweisen, die geringer als ihre
urspringliche erste Hohe 410 ist. Die zweite Hohe 420 ent-
spricht der Hohe, um die der Chipaufnahmebereich 340 iber den
Kontaktbereich 330 erhaben ist.

AnschlieBend wurden die Leiterrahmenabschnitte 310, 320 des
Leiterrahmens 300 und die auf den Kontaktbereichen 330 der
Oberseiten 311, 321 der Leiterrahmenabschnitte 310, 320 ange-
ordneten elektrisch leitenden Elemente 400 in einen in dem
Formwerkzeug ausgebildeten Formkorper 200 eingebettet. Der
Formk&érper 200 kann auch als Moldkdrper bezeichnet werden.
Der Formkdrper 200 wurde durch ein Formverfahren (Moldverfah-
ren) ausgebildet, beispielsweise durch Spritzpressen (Trans-
fer Molding) oder durch SpritzgieBen (Injection Molding). Da-
bei wurden die Leiterrahmenabschnitte 310, 320 und die
elektrisch leitenden Elemente 400 zumindest teilweise durch

das Material des Formkdrpers 200 umformt.
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Das Material des Formkorpers 200 kann beispielsweise ein Po-
lymer aufweisen, insbesondere beispielsweise ein Polymer auf
Basis eines Silikons oder eines Epoxids. Das Material des
Formk&érpers 200 kann einen oder mehrere eingebettete Fall-
stoffe aufweisen. Beispielsweise kann das Material des Form-
korpers 200 einen eingebetteten Fullstoff aufweisen, der
Si0,, Ti0,, 2Z2r0,, AlS0Os3, BaSQO4, ein Alkali-Titanat, CaSO0.,
YsAls01, aufweist. Das Material des Formkdrpers 200 kann auch
einen eingebetteten Fillstoff aufweisen, der eine andere als
eine weille Farbe des Formkdrpers 200 bewirkt, beispielsweise
Graphit oder Pigmente, beispielsweise anorganische Pigmente
wie etwa Ubergangsmetalle, Seltenerdeoxide, Sulfide, Zyanide
oder Halogenide. Der Formkdérper 200 kann auch einen eingebet-

teten organischen Farbstoff aufweisen.

Der Formkdrper 200 bedeckt die Kontaktbereiche 330 der Ober-
seite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und der Ober-
seite 321 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320. Der Form-
korper 200 bedeckt aber den Chipaufnahmebereich 340 der Ober-
seite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und die
elektrisch leitenden Elemente 400 zumindest nicht vollstan-
dig, sodass die elektrisch leitenden Elemente 400 und der
Chipaufnahmebereich 340 an einer Oberseite 201 des Formkdr-
pers 200 zuganglich bleiben. Der Chipaufnahmebereich 340
schlielt dabei bindig mit einem Abschnitt der Oberseite 201

des Formkdorpers 200 ab.

Die Unterseite 312 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und
die Unterseite 322 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320
sind ebenfalls zumindest nicht vollstdndig durch den Formkor-
per 200 bedeckt. Dadurch sind die Unterseiten 312, 322 der
Leiterrahmenabschnitte 310, 320 an einer der Oberseite 201
gegeniberliegenden Unterseite 202 des Formkdrpers 200 zugang-
lich und schlieBen biindig mit der Unterseite 202 des Formkdr-

pers 200 ab.
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Es kann erforderlich sein, den Chipaufnahmebereich 340 der
Oberseite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und/oder
die Unterseiten 312, 322 der Leiterrahmenabschnitte 310, 320
nach der Ausbildung des Formkdrpers 200 in einem weiteren Be-
arbeitungsschritt von Rickstdnden des Materials des Formkdor-
pers 200 zu befreien (deflashing). Es ist aber ebenfalls mdg-
lich, die Formkerne des Werkzeugs wahrend des Formverfahrens
mit einer weichen Schutzfolie zu bedecken (Film Assisted
Transfer Molding). Dadurch lasst sich eine deutlich bessere
Abdichtung erreichen und Flash vermeiden. Ein Deflashprozess

kann dadurch vermieden werden.

Der Formkoérper 200 bildet an seiner Oberseite 201 eine Kavi-
tat 210. Der Chipaufnahmebereich 340 des ersten Leiterrahmen-
abschnitts 310 und die elektrisch leitenden Elemente 400 sind
in einem Bodenbereich der Kavitat 210 an der Oberseite 201

des Formkdrpers 200 zuganglich.

Der Formkoérper 200 und die in den Formkdrper 200 eingebette-
ten Leiterrahmenabschnitte 310, 320 des Leiterrahmens 300
bilden gemeinsam einen Trager 100. Die QOberseite 201 des
Formkérpers 200 und der an der Oberseite 201 des Formkdrpers
200 freiliegende Chipaufnahmebereich 340 der Oberseite 311
des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 bilden gemeinsam eine
Oberseite 101 des Trédgers 100. Die Unterseite 202 des Form-
kérpers 200 und die an der Unterseite 202 des Formkdrpers 200
freiliegenden Unterseiten 312, 322 der Leiterrahmenabschnitte
310, 320 bilden gemeinsam eine Unterseite 102 des Tragers
100.

Fig. 4 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Formkorpers 200 mit den in den Formkdorper 200 eingebetteten
Leiterrahmenabschnitten 310, 320 in einem der Darstellung der
Fig. 3 zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand. Durch wei-
tere Bearbeitungsschritte ist ein optoelektronisches Bauele-

ment 10 gebildet worden.
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In einem der Darstellung der Fig. 3 zeitlich nachfolgenden
Bearbeitungsschritt wurde ein optoelektronischer Halbleiter-
chip 500 auf dem Chipaufnahmebereich 340 der Oberseite 311
des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 angeordnet. Der opto-
elektronische Halbleiterchip 500 ist damit in der an der
Oberseite 201 des Formkdrpers 200 gebildeten Kavitat 210 an-
geordnet. Der optoelektronische Halbleiterchip 500 kann bei-
spielsweise ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip) sein und ist dazu
ausgebildet, elektromagnetische Strahlung, beispielsweise
sichtbares Licht, zu emittieren. Der optoelektronische Halb-
leiterchip 500 kann beispielsweise ein volumenemittierender
oder ein oberfldchenemittierender Halbleiterchip sein. Insbe-
sondere kann der optoelektronische Halbleiterchip 500 als Sa-

phir-Volumenemitterchip ausgebildet sein.

Der optoelektronische Halbleiterchip 500 weist eine QOberseite
501 und eine der Oberseite 501 gegeniiberliegende Unterseite
502 auf. Falls der optoelektronische Halbleiterchip 500 als
oberfldchenemittierender Halbleiterchip ausgebildet ist, so
bildet die Oberseite 501 eine Strahlungsemissionsfldche des
optoelektronischen Halbleiterchips 500. An seiner Oberseite
501 weist der optoelektronische Halbleiterchip 500 eine erste
elektrische Kontaktfldche 510 und eine zweite elektrische
Kontaktflache 520 auf.

Der optoelektronische Halbleiterchip 500 ist derart auf dem
Chipaufnahmebereich 340 der Oberseite 311 des ersten Leiter-
rahmenabschnitts 310 angeordnet, dass die Unterseite 502 des
optoelektronischen Halbleiterchips 500 dem Chipaufnahmebe-
reich 340 zugewandt ist. Der optoelektronische Halbleiterchip
500 kann beigspielsweise mittels eines Klebers oder eines Lots
oder durch Ag-Sintern auf dem Chipaufnahmebereich 340 befes-

tigt sein.

Die erste elektrische Kontaktfldche 510 ist iUber einen Bond-
draht 600 elektrisch leitend mit dem an der Oberseite 201 des

Formk&érpers 200 freiliegenden elektrisch leitenden Element
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400 verbunden, das auf dem Kontaktbereich 330 der Oberseite
311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 angeordnet ist. Die
zweite elektrische Kontaktfldche 520 des optoelektronischen
Halbleiterchips 500 ist iiber einen weiteren Bonddraht 600
elektrisch leitend mit dem an der Oberseite 201 des Formkor-
pers 200 freiliegenden elektrisch leitenden Element 400 ver-
bunden, das auf dem Kontaktbereich 330 der Oberseite 321 des
Leiterrahmenabschnitts 320 angeordnet ist. Somit bestehen
elektrisch leitende Verbindungen zwischen den an der Unter-
seite 202 des Formkorpers 200 freiliegenden Unterseiten 312,
322 der Leiterrahmenabschnitte 310, 320 und den elektrischen
Kontaktflachen 510, 520 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 500, was es ermdglicht, den optoelektronischen Halb-
leiterchip 500 iUber die an der Unterseite 202 des Formkdrpers
200 des optoelektronischen Bauelements 10 freiliegenden Un-
terseiten 312, 322 der Leiterrahmenabschnitte 310, 320

elektrisch zu kontaktieren.

In einer alternativen Ausfihrungsform ist die erste elektri-
sche Kontaktflache 510 des optoelektronischen Halbleiterchips
500 nicht an der Oberseite 501 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 500, sondern an der Unterseite 502 des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 500 angeordnet. In dieser Ausfiih-
rungsform wird eine elektrisch leitende Verbindung zwischen
der ersten elektrischen Kontaktflache 510 des optoelektroni-
schen Halbleiterchips 500 und dem ersten Leiterrahmenab-
schnitt 310 Utber das den optoelektronischen Halbleiterchip
500 an dem Chipaufnahmebereich 340 befestigende Verbindungs-
material hergestellt. Das auf dem Kontaktbereich 330 des ers-
ten Leiterrahmenabschnitts 310 angeordnete elektrisch lei-

tende Element 400 kann in dieser Ausfihrungsform entfallen.

Der die Kontaktbereiche 330 der Oberseiten 311, 321 der Lei-
terrahmenabschnitte 310, 320 bedeckende Teil des Formkdrpers
200 kann eine hohe optische Reflektivitat aufweisen. Dadurch

kann von dem optoelektronischen Halbleiterchip 500 in Rich-
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tung des Bodenbereichs der Kavitat 210 emittierte elektromag-
netische Strahlung an den die Kontaktbereiche 330 bedeckenden
Teilen des Formkorpers 200 reflektiert und von dem optoelekt-

ronischen Bauelement 10 abgestrahlt werden.

In der Kavitat 210 kann ein Vergussmaterial angeordnet sein.
In diesem Fall sind der optoelektronische Halbleiterchip 500
und die Bonddradhte 600 in das Vergussmaterial eingebettet und
dadurch vor einer Beschddigung durch duRere Einwirkungen ge-
schiitzt. Das in der Kavitat 210 angeordnete Vergussmaterial
kann zusédtzlich eingebettete Streupartikel und/oder eingebet-
tete wellenlangenkonvertierende Partikel aufweisen. In das
Vergussmaterial eingebettete wellenladngenkonvertierende Par-
tikel konnen dazu vorgesehen sein, von dem optoelektronischen
Halbleiterchip 500 emittierte elektromagnetische Strahlung
zumindest teilweise in elektromagnetische Strahlung einer an-

deren, typischerweise groleren, Wellenldnge zu konvertieren.

Anhand der Figuren 5 bis 7 wird nachfolgend eine Variante des
anhand der Figuren 1 bis 4 beschriebenen Verfahrens erlau-
tert. Das in Figuren 5 bis 7 dargestellte Verfahren weist
groBe Ubereinstimmungen mit dem in Figuren 1 bis 4 gezeigten
Verfahren auf. Nachfolgend werden daher nur die Unterschiede
zwischen dem Verfahren gemal Figuren 5 bis 7 und dem Verfah-
ren gemall Figuren 1 bis 4 sowie die Unterschiede zwischen den
durch die Verfahren erhdltlichen optoelektronischen Bauele-

mente beschrieben.

Fig. 5 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und des zweiten Leiterrah-
menabschnitts 320 des Leiterrahmens 300. Im Unterschied zur
Darstellung der Fig. 2 sind in dem in Fig. 5 gezeigten Bear-
beitungsstand zwei elektrisch leitende Elemente 400 auf dem
Kontaktbereich 330 der Oberseite 311 des ersten Leiterrahmen-
abschnitts 310 angeordnet. Auf dem Kontaktbereich 330 der
Oberseite 321 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320 ist ein

elektrisch leitendes Element 400 angeordnet.
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Zusatzlich ist auf dem Kontaktbereich 330 der Oberseite 321
des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320 ein Schutzchip 700 an-
geordnet. Der Schutzchip 700 kann dazu vorgesehen sein, den
optoelektronischen Halbleiterchip 500 des durch das Verfahren
erhdltlichen optoelektronischen Bauelements 10 vor einer Be-
schadigung durch elektrostatische Entladungen zu schiitzen.
Der Schutzchip 700 kann hierzu beispielsweise als Schutzdiode
ausgebildet sein. Der Schutzchip 700 weist eine Oberseite 701
und eine der Oberseite 701 gegeniilberliegende Unterseite 702
auf. An der Oberseite 701 und der Unterseite 702 sind jeweils
elektrische Kontaktfladchen des Schutzchips 700 ausgebildet.
Der Schutzchip 700 ist derart auf dem Kontaktbereich 330 der
Oberseite 321 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320 angeord-
net, dass die Unterseite 702 des Schutzchips 700 der Ober-
seite 321 des Leiterrahmenabschnitts 320 zugewandt ist und in
elektrisch leitender Verbindung mit dieser steht. Der Schutz-
chip 700 kann beigspielsweise mittels eines elektrisch leiten-
den Klebers oder eines Lots an der Oberseite 321 des zweiten

Leiterrahmenabschnitts 320 befestigt sein.

An der Oberseite 701 des Schutzchips 700 ist ein weiteres
elektrisch leitendes Element 400 angeordnet und steht in
elektrisch leitender Verbindung mit der auf der Oberseite 701
des Schutzchips 700 ausgebildeten elektrischen Kontaktflache
des Schutzchips 700. Das elektrisch leitende Element 400 auf
der Oberseite 701 des Schutzchips 700 kann ausgebildet sein
wie die Ubrigen elektrisch leitenden Elemente 400 auf den
Kontaktbereichen 330 der Oberseiten 311, 321 der Leiterrah-
menabschnitte 310, 320. Das auf der Oberseite 701 des Schutz-
chips 700 angeordnete elektrisch leitende Element 400 kann
aber auch eine HOhe aufweisen, die gegeniiber der Hohe der Ub-
rigen elektrisch leitenden Elemente 400 um die Hohe des

Schutzchips 700 reduziert ist.
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Fig. 6 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
durch Einbetten der in Fig. 5 gezeigten Leiterrahmenab-

schnitte 310, 320 in den Formkdrper gebildeten Tragers 100 in
einem der Darstellung der Fig. 5 zeitlich nachfolgenden Bear-

beitungsstand.

Vor dem Ausbilden des Formkorpers 200 sind die elektrisch
leitenden Elemente 400 wiederum allesamt derart flachgedriickt
worden, dass ihre Oberseite in einer gemeinsamen Ebene mit
dem Chipaufnahmebereich 340 der Oberseite 311 des ersten Lei-
terrahmenabschnitts 310 liegt. Der Formkdrper 200 ist so aus-
gebildet worden, dass die Kontaktbereiche 330 der Oberseiten
311, 321 der Leiterrahmenabschnitte 310, 320 durch das Mate-
rial des Formkdrpers 200 bedeckt sind, der Chipaufnahmebe-
reich 340 und die elektrisch leitenden Elemente 400 aber an
der Oberseite 201 des Formkdrpers 200 zuganglich sind und
blindig mit der Oberseite 201 des Formkdrpers 200 abschliefBen.
Auch der Schutzchip 700 ist in den Formkdrper 200 eingebettet

worden.

Fig. 7 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
aus dem Trager 100 gebildeten optoelektronischen Rauelements
10 in einem der Darstellung der Fig. 6 zeitlich nachfolgenden

Bearbeitungsstand.

Wieder ist der optoelektronische Halbleiterchip 500 auf dem
Chipaufnahmebereich 340 der Oberseite 311 des ersten Leiter-
rahmenabschnitts 310 angeordnet worden. Die erste elektrische
Kontaktfldche 510 und die zweite elektrische Kontaktflédche
520 des optoelektronischen Halbleiterchips 500 sind tber
Bonddrahte 600 mit den elektrisch leitenden Elementen 400 auf
dem Kontaktbereich 330 der Oberseite 311 des ersten Leiter-
rahmenabschnitts 310 und auf dem Kontaktbereich 330 der Ober-
seite 321 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320 verbunden
worden. Zusatzlich ist das auf der Oberseite 701 des Schutz-

chips 700 angeordnete elektrisch leitende Element 400 iber
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einen weiteren Bonddraht 600 elektrisch leitend mit dem wei-
teren auf dem Kontaktbereich 330 der Oberseite 311 des ersten
Leiterrahmenabschnitts 310 angeordneten elektrisch leitenden
Element 400 verbunden worden. Dadurch ist der Schutzchip 700
dem optoelektronischen Halbleiterchip 500 elektrisch paral-
lelgeschaltet.

Fig. 8 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und des zweiten Leiterrah-
menabschnitts 320 des Leiterrahmens 300 gemal einer weiteren

alternativen Ausfihrungsform.

Im Unterschied zu der in Fig. 2 dargestellten Ausfihrungsform
weisen der Kontaktbereich 330 der Oberseite 311 des ersten
Leiterrahmenabschnitts 310 und der Kontaktbereich 330 der
Oberseite 321 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 320 in der
Darstellung der Fig. 8 jeweils Aussparungen 335 auf. Die Aus-
sparungen 335 kdnnen beispielsweise gemeinsam mit den Durch-
briichen des Leiterrahmens 300 ausgebildet worden sein, etwa

durch Prédgen oder durch Atzen.

Die elektrisch leitenden Elemente 400 sind in der in Fig. 8
gezeigten Ausfihrungsform in den Aussparungen 335 auf den
Kontaktbereichen 330 der Oberseiten 311, 321 der Leiterrah-
menabschnitte 310, 320 angeordnet. Dadurch sind die lateralen
Positionen der elektrisch leitenden Elemente 400 festgelegt
und es besteht keine Gefahr, dass die elektrisch leitenden
Elemente 400 wahrend des nachfolgenden Ausbildens des Form-

korpers 200 verschoben werden.

Die elektrisch leitenden Elemente 400 kodnnen in den Ausspa-
rungen 335 zusadtzlich mittels eines elektrisch leitenden
Haftvermittlers 336 befestigt sein. Der Haftvermittler 336
kann beispielsweise als Metall oder als elektrisch leitender

Kleber ausgebildet sein. Der Haftvermittler 336 kann dazu
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dienen, eine besonders zuverldssige elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen den Leiterrahmenabschnitten 310, 320 und den

elektrisch leitenden Elementen 400 herzustellen.

Ein zwischen den Oberseiten 311, 321 der Leiterrahmenab-

schnitte 310, 320 und den elektrisch leitenden Elementen 400
angeordneter Haftvermittler 336 kann auch in dem Fall vorge-
sehen sein, dass die Oberseiten 311, 321 der Leiterrahmenab-

schnitte 310, 320 keine Aussparungen 335 aufweisen.

Die elektrisch leitenden Elemente 400 konnen in der in Fig. 8
gezeigten Ausfihrungsform, wie in der in Fig. 2 gezeigten
Ausfiihrungsform, als Higel (bumps) aus einem weichen Material
ausgebildet sein und die erste Hohe 410 aufweisen, die groBer
als die Hohe ist, um die der Chipaufnahmebereich 340 der
Oberseite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 iber den
Kontaktbereich 330 der Oberseite 311 des ersten Leiterrahmen-
abschnitts 310 erhaben ist. Die elektrisch leitenden Elemente
400 konnen alternativ aber auch als metallische Stifte ausge-
bildet sein. In diesem Fall weisen die elektrisch leitenden
Elemente 400 bevorzugt eine Hohe auf, die so bemessen ist,
dass die von den Oberseiten 311, 321 der Leiterrahmenab-
schnitte 310, 320 abgewandten Ladngsenden der Stifte in einer
gemeinsamen Ebene mit dem Chipaufnahmebereich 340 der Ober-

seite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 liegt.

Die elektrisch leitenden Elemente 400 konnen auch in dem Fall
als Stifte ausgebildet sein, in dem die Oberseiten 311, 321
der Leiterrahmenabschnitte 310, 320 die Aussparungen 335

nicht aufweisen.

Fig. 9 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und des zweiten Leiterrah-
menabschnitts 320 des Leiterrahmens 300 gemal einer weiteren

alternativen Ausfihrungsform.
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Im Unterschied zu der in Fig. 1 gezeigten Ausfithrungsform
weist der Chipaufnahmebereich 340 der Oberseite 311 des ers-
ten Leiterrahmenabschnitts 310 in der in Fig. 9 gezeigten
Ausfihrungsform an der Grenze zu dem Kontaktbereich 330 der
Oberseite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 eine Hin-
terschneidung 345 auf. Dies bedeutet, dass der Chipaufnahme-
bereich 340 und den Chipaufnahmebereich 340 mit dem benach-
barten Kontaktbereich 330 verbindende Seitenflanken des erha-
benen Chipaufnahmebereichs 340 zumindest abschnittsweise ei-
nen spitzen Winkel einschlieRen. Durch die Hinterschneidung
345 kann erreicht werden, dass der erste Leiterrahmenab-
schnitt 310 des Leiterrahmens 300 nach dem Einbetten in den
Formk&érper 200 mechanisch noch robuster mit dem Formkdrper
200 verbunden ist. AuBerdem kann durch die Hinterschneidung
345 eine Gefahr reduziert werden, dass wahrend des Einbettens
des Leiterrahmens 300 in den Formkdrper 200 ein Teil des Ma-
terials des Formkorpers 200 auf den Chipaufnahmebereich 340
der Oberseite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 ge-

langt.

Als weitere MaBnahme, um die Anhaftung des Materials des
Formkdrpers 200 an den Leiterrahmenabschnitten 310, 320 des
Leiterrahmens 300 zu verbessern, konnen die Oberseiten 311,
321 und/oder die Unterseiten 312, 322 der Leiterrahmenab-
schnitte 310, 320 des Leiterrahmens 300 vor der Einbettung
des Leiterrahmens 300 in den Formkdérper 200 aufgeraut werden.
AuBerdem konnen die Oberseiten 311, 321 und/oder die Unter-
seiten 312, 322 der Leiterrahmenabschnitte 310, 320 vor der
Einbettung des Leiterrahmens 300 in den Formkoérper 200 gerei-
nigt werden, beispielsweise durch ein nasschemisches Verfah-
ren oder unter Verwendung eines Plasmas. Hierdurch kann auch
die Anhaftung der elektrisch leitenden Elemente 400 an den
Kontaktbereichen 330 der Oberseiten 311, 321 der Leiterrah-

menabschnitte 310, 320 verbessert werden.
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Fig. 10 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des ersten Leiterrahmenabschnitts 310 und des zweiten Leiter-
rahmenabschnitts 320 des Leiterrahmens 300 gemalB einer weite-

ren alternativen Ausfihrungsform.

Im Unterschied zu der in Fig. 1 gezeigten Ausfithrungsform
weist die Oberseite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310
des Leiterrahmens 300 in der in Fig. 10 gezeigten Ausfih-
rungsform zusatzlich zu dem Chipaufnahmebereich 340 einen
weiteren Chipaufnahmebereich 350 auf. Der weitere Chipaufnah-
mebereich 350 ist, wie der Chipaufnahmebereich 340, iber den
Kontaktbereich 330 der Oberseite 311 des ersten Leiterrahmen-
abschnitts 310 erhaben. Dabei liegen der Chipaufnahmebereich
340 und der weitere Chipaufnahmebereich 350 in einer gemein-

samen Ebene.

Der weitere Chipaufnahmebereich 350 kann nach dem Einbetten
des Leiterrahmens 300 in den Formkdrper 200 zur Aufnahme ei-
nes weiteren optoelektronischen Halbleiterchips 500 dienen.
Dadurch kann das durch das Verfahren gemall Fig. 10 erhaltli-
che optoelektronische Bauelement 10 zweil optoelektronische
Halbleiterchips 500 aufweisen. Selbstverstandlich ist es mdg-
lich, die Oberseite 311 des ersten Leiterrahmenabschnitts 310
mit noch weiteren Chipaufnahmebereichen auszubilden, die zur
Aufnahme noch weiterer optoelektronischer Halbleiterchips

vorgesehen sein kdnnen.

Ebenfalls moglich wadre, die Oberseite 311 des ersten Leiter-
rahmenabschnitts 310 des Leiterrahmens 300 mit lediglich ei-
nem Chipaufnahmebereich 340 auszubilden, diesen jedoch mit
einer ausreichend groBen Flache auszubilden, um auf dem Chip-
aufnahmebereich 340 zwei oder mehr optoelektronische Halb-

leiterchips 500 anzuordnen.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-

findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
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Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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BEZUGSZEICHENLISTE
10 optoelektronisches Bauelement
100 Trager
101 Oberseite
102 Unterseite
200 Formkorper
201 Oberseite
202 TUnterseite
210 Kavitat
300 Leiterrahmen
301 Oberseite
302 Unterseite
310 erster Leiterrahmenabschnitt
311 Oberseite
312 Unterseite
320 zweiter Leiterrahmenabschnitt
321 Oberseite
322 Unterseite
330 Kontaktbereich
335 Aussparung
336 Haftvermittler
340 Chipaufnahmebereich
345 Hinterschneidung
350 weiterer Chipaufnahmebereich
400 elektrisch leitendes Element
410 erste Hohe
420 zweite Hohe
500 optoelektronischer Halbleiterchip
501 Oberseite
502 Unterseite

510

erste elektrische Kontaktfl&che

PCT/EP2016/063874
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520 zweite elektrische Kontaktflache
600 Bonddraht

700 Schutzchip
701 Oberseite
702 Unterseite
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PATENTANSPRUCHE

Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-
ments (10)

mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines Leiterrahmens (300) mit einer Ober-
seite (301), die einen Kontaktbereich (330) und einen ge-
geniiber dem Kontaktbereich (330) erhabenen Chipaufnahme-
bereich (340) aufweist;

- Anordnen eines elektrisch leitenden Elements (400) auf
dem Kontaktbereich (330);

- Einbetten des Leiterrahmens (300) in einen Formkdrper
(200),

wobei der Kontaktbereich (330) durch den Formkorper (200)
bedeckt wird,

wobei der Chipaufnahmebereich (340) und das elektrisch
leitende Element (400) an einer Oberseite (201) des Form-
koérpers (200) zuganglich bleiben;

- Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips (500)
auf dem Chipaufnahmebereich (340);

- Verbinden des optoelektronischen Halbleiterchips (500)
und des elektrisch leitenden Elements (400) mittels eines
Bonddrahts (600).

Verfahren gemdl Anspruch 1,

wobei das elektrisch leitende Element (400) derart auf
dem Kontaktbereich (330) angeordnet wird, dass es den
Chipaufnahmebereich (340) uberragt,

wobei das elektrisch leitende Element (400) vor dem Ein-
betten des Leiterrahmens (300) in den Formkdrper (200)
derart flachgedriickt wird, dass das elektrisch leitende
Element (400) dieselbe Hohe (420) aufweist, wie der Chip-

aufnahmebereich (340).

Verfahren gemdl Anspruch 2,

wobel das Flachdriicken des elektrisch leitenden Elements
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(400) durch einen SchlieBdruck eines Formwerkzeugs er-
folgt.

Verfahren gemdl einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das elektrisch leitende Element (400) in einer in
dem Kontaktbereich (330) vorgesehenen Aussparung (335)

angeordnet wird.

Verfahren gemdl einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das elektrisch leitende Element (400) mittels eines
elektrisch leitenden Haftvermittlers (336) an dem Kon-
taktbereich (330) fixiert wird.

Verfahren gemdl einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei der Leiterrahmen (300) mit einem ersten Leiterrah-
menabschnitt (310) und mit einem zweiten Leiterrahmenab-
schnitt (320) bereitgestellt wird,

wobei je ein elektrisch leitendes Element (400) auf der
Oberseite (311) des ersten Leiterrahmenabschnitts (310)
und auf der Oberseite (321) des zweiten Leiterrahmenab-
schnitts (320) angeordnet wird,

wobei beide elektrisch leitenden Elemente (400) lber
Bonddrahte (600) mit dem optoelektronischen Halbleiter-

chip (500) verbunden werden.

Verfahren gemdl einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das Verfahren die folgenden weiteren Schritte auf-
weist:

- Anordnen eines Schutzchips (700) auf der Oberseite
(301) des Leiterrahmens, wobei der Schutzchip (700) in
den Formkorper (200) eingebettet wird.

Optoelektronisches Bauelement (10)

mit einem Tradger (100) und einem optoelektronischen Halb-
leiterchip (500),

wobei der Trager (100) einen in einen Formkorper (200)

eingebetteten Leiterrahmen (300) aufweist,
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wobei der Leiterrahmen (300) eine Oberseite (301) mit ei-
nem Kontaktbereich (330) und einem gegeniiber dem Kontakt
bereich (330) erhabenen Chipaufnahmebereich (340) auf-
weist,

wobei auf dem Kontaktbereich (330) ein elektrisch leiten-
des Element (400) angeordnet ist,

wobei der Kontaktbereich (330) durch den Formkorper (200)
bedeckt ist,

wobei der Chipaufnahmebereich (340) und das elektrisch
leitende Element (400) an einer Oberseite (201) des Form-
korpers (200) zugadnglich sind,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (500) auf dem
Chipaufnahmebereich (340) angeordnet und mittels eines
Bonddrahts (600) mit dem elektrisch leitenden Element
(400) verbunden ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemall Anspruch 8,
wobei der Chipaufnahmebereich (340) biindig mit einem Ab-
schnitt der Oberseite (201) des Formkdrpers (200) ab-
schlielBRt.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der An-

spriche 8 und 9,
wobei der Chipaufnahmebereich (340) an der Grenze zu dem
Kontaktbereich (330) eine Hinterschneidung (345) auf-

weist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der An-

spriiche 8 bis 10,

wobei der Formkdrper (200) an seiner QOberseite (201) eine
Kavitat (210) ausbildet,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (500) in der
Kavitat (210) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der An-

spriiche 8 bis 11,

wobel der Leiterrahmen (300) an einer der Oberseite (201)
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gegenliberliegenden Unterseite (202) des Formkdrpers (200)

zuganglich ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der An-

spriiche 8 bis 12,
wobei das optoelektronische Bauelement (10) einen weite-

ren optoelektronischen Halbleiterchip aufweist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 13,

wobei der Leiterrahmen (300) einen weiteren gegeniiber dem
Kontaktbereich (330) erhabenen Chipaufnahmebereich (350)
aufweist,

wobei der weitere optoelektronische Halbleiterchip auf

dem weiteren Chipaufnahmebereich (350) angeordnet ist.
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